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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 1: Inductance pastille de I'ordre du nanohenry

AVANT-PROPOS
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avec
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a mesure

ihtéressés

t publiés
5 par les

4) Dans |e but d'encourager l'unification internat bliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure pe s_internationales de la CEl dans leufs normes
natio régionale
corre

5) La CE onsabilité
n’est

6) L’atteption est attirée sur te faj

I'objetl de droits de p
responsable de @

La Norrme internatiq
Compod i

Le texte des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
51/658/FDIS 51/675/RVD

vent faire
nue pour
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la CEI:

Le rappprt.de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vo}

e ayant

abouti a I'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que la présente publication restait valable jusqu'en 2006. A cet
selon la décision du comité, la publication sera:

* reconduite;

* annulée;

* remplacée par une édition révisée, ou
* modifiée.

te date,
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 1: Nanohenry range chip inductor

FOREWORD
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Comniittees in that sense.

4) In order to promote international unification, N ndertake to apply IEC Intprnational
Standprds transparently to the maximum ,ext S i\ their national and regional standards. Any
diverg ‘ i ational or regional standard shall be clearly
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5) The IE i i indi al and cannot be rendered responsible for any
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e voting for the approval of this standard can be found in the r

Tport on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that this publication remains valid until 2006. At this date, in

accordance with the committee’s decision, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

1 Do

Partie 1: Inductance pastille de I'ordre du nanohenry

maine d'application

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques électriques et les méthodes de

mesure
gamme

2 Réflérences normatives

Les do

de hautes fréquences (supérieure a 100 kHz).

pour l'inductance pastille de I'ordre du nanohenry qui est normale enl\% dans la

cuments de référence suivants sont indispensabfes présent
documelnt. Pour les références datées, seule I'édition citée_s'appli Polr les références
non datges, la derniére édition du document de référefice entuels
amendements).
CEI 60219-1:1982, Matériaux de base po d'essai
ISO 6343-3:1987, Réactifs pour analyse thim e série

ISO 9443:1990, Alliages de~brasage te dre%s

3 Ind

31 Inductan@

L'induct

Ance d'un deNpar la méthode du courant/tension vectorielle.
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HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 1: Nanohenry range chip inductor

1 Scope

This International Standard specifies electrical characteristics and measuring methods for the

nanohenry range chip inductor that is normally used in high frequency (oveér 1

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for th

of the referenced document (including any amendments
IEC 60249-1:1982, Base materials for printed circuits
ISO 6343-3:1987, Reagents for chemical s

ISO 9493:1990, Soft solder alloys — Chei

3 Inductance, Q-factg

3.1 Inductance

The indyuctance ind

ange.

cument.
edition

ries
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3.1.1

Légende

3.1.2
La bobi

corresp
étre util

3.1.2.1

La form

-6- 62024-10 C

Circuit de mesure

o

KRS

N

résistance de source (50 Q)
résistance

inductance en essai
capacité distribuée d'une bobine e
inductance série d'une bobine en essa

résistance série d'une bobine en essai
signal de référence de phase
voltmeétre vectoriel

générateur de signa

rée dans un support d'essai spécifié dans |4
t spécifié, un des supports d'essai suivants A o

ions du support A doivent étre conformes a l'illustration de la fig

El:2002

e

norme
u B doit

ure 2.

! Structure de connexion
au circuit de mesure

Longueur électrique

Electrode extrerne

Electrode centrale

\ \
Bobine en essai Matériau diélectrique

IEC 1229/02

Figure 2 — Support A
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3.1.1 Measurement circuit

L 4
Key
Ry gource resistance (50 Q)
R fesistor
Ly inductor under test
Cq istributed capacitance of inductor undéntest
Ly geries inductance of inductor under te
Ry geries resistance of inductor under test

""" | phase reference signal
Ev4,Ev, Yector voltmeter
G ignal generator

Figure 1 — E
3.1.2
The ind d. If no

fixture ip ified following test fixtures A or B shall be used. The fixt4re used
shall be

3.1.2.1

The shgpe s g’ of fixture A shall be as shown in figure 2.

i Structure of conmectionto
the measurement circuit

Electrical length

External electrode

Central electrode

\ |
Inductor under test Dielectric material

IEC 1229/02

Figure 2 — Fixture A
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Tableau 1 — Dimensions de /et d
Dimensions en millimetres

Taille de la bobine c_i'inductance ! d
en essai
1608 1,6 0,95
1005 1,0 0,60
0603 0,6 0,36

Les électrodes du support d'essai doivent étre en contact avec les électrodes de la bobine
d'inductance en essai par une force mécanique fournie par une méthode appropriée. Cette
force dpit étre choisie de maniére a fournir une stabilité de mesur aisante sans
influencer les caractéristiques de la bobine d'inductance. La force oit étre
spécifiép. La structure entre le circuit de mesure et le support d’ i
impédamce caractéristique aussi proche que possible de 50 Q.

3.1.2.2 Support B

Le support d'essai B illustré a la figure 3 doit étre utilisé

%/

lectrode centrale

Matériau diélectrique

<\% R %\—/
N e < Structure de connexion
N

au circuit de mesure
IEC 1230/02

Figure 3 — Support B

Les électrodes du support d'essai doivent étre en contact avec les électrodes de la bobine
d'inductance en essai par une force mécanique fournie par une méthode appropriée. Cette
force doit étre choisie de maniere a fournir une stabilité de mesure satisfaisante sans
influencer les caractéristiques de la bobine d'inductance. La force de I'électrode doit étre
spécifiée.

La structure entre le circuit de mesure et le support d'essai doit maintenir une impédance
caractéristique aussi proche que possible de 50 Q.

La dimension d doit étre spécifiée entre les parties concernées.
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Table 1 — Dimensions of / and d
Dimensions in millimetres

Size of inductor under test l d
1608 1,6 0,95
1005 1,0 0,60
0603 0,6 0,36

The electrodes of the test fixture shall be in contact with the electrodes of the inductor under
test by mechanlcal force provided by an approprlate method Thls force shall be chosen SO as
to provi ics of the
inductor. The electrode force shall be specified. The structure betwegn theNneaslrement
circuit and test fixture shall maintain a characteristic impedance as neafr a 50 Q.

3.1.2.2 Fixture B

The tes{ fixture B as shown in figure 3 shall be used.

n electrode

d Dielectric material

Structure of connection with
measurement circuit

IEC 1230/02

Figure 3 — Fixture B

The ele ,trodes of the test fixture shall be in contact with the electrodes of the inductor under
test by e
to provide sahsfactory measurement stability W|thout |anuencmg the characterlstlcs of the
inductor. The electrode force shall be specified.

The structure between the measurement circuit and test fixture shall maintain a characteristic
impedance as near as possible to 50 Q.

Dimension d shall be specified between the parties concerned.
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3 Méthode de mesure et calcul

L'inductance L, de la bobine L, est définie par la somme vectorielle des réactances
provoquées par Lg et Cy, voir la figure 1. La fréquence f du signal de sortie du générateur de
signal doit étre fixée a une fréquence spécifiée séparément. La bobine d'inductance en essai
doit étre connectée au circuit de mesure en utilisant le support d'essai décrit ci-dessus. La
tension vectorielle £, et E, doit étre mesurée par les dispositifs de mesure de tension
vectorielle Ev, et Ev,, respectivement. L'inductance L, doit étre calculée par la formule

suivante:
Im%‘?ﬂg
L, = O £20
w
ou
L, estllinductance de la bobine en essai;
Im est |p partie imaginaire de la valeur complexe;
R est |p résistance de la résistance;
E, est |a valeur indiquée sur le voltmeétre vectoriel Evy;
E, est |p valeur indiquée sur le voltmetre vectoriel Ev,;
w est |p fréquence angulaire 21 /.
314 Notes sur la mesure

La longleur électrique du support d'é
suivie pjar une compensation de court-ci

cou
circ

ou
ZX
Zm

ramment acceptée est utilisée, il es
uit oluvert doit étre réalisée par la form

est Ih valeur
est |p valeur de
A, =1+ )0

Zsm ~ (1- Yostm)Zss ~ ZsmYosZss
1- YomZsmYosZss

— Yom B (1 B Yostm )Yos ~ YomYOSZss
1- YomZQer)QZ«

bropriée
est pas
e court-

est la valeur de mesure d'impédance du dispositif de court-circuit;
est I'inductance du dispositif de court-circuit définie en 3.1.4.1;

est la valeur de mesure d'admittance du support en I'absence du dispositif d'essai;

est la valeur de mesure d'admittance du support d'essai définie en 3.1.4.2.
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3.1.3 Measurement method and calculation

Inductance L, of the inductor L, is defined by the vector sum of reactances caused by L  and
Cq4, see figure 1. The frequency f of the signal generator output signal shall be set to a
frequency specified separately. The inductor under test shall be connected to the
measurement circuit by using the test fixture as described above. Vector voltage E4 and E,
shall be measured by vector voltage meters Ev, and Ev,, respectively. The inductance L,
shall be calculated by the following formula:

M if the inductance of inductor under test;

Im  is|the imaginary part of the complex value;

R is[the resistance of resistor;

E, is|the value indicated on vector voltmeter Evy;
E, is|the value indicated on vector voltmeter Ev,;

w is[the angular frequency 21 f.

3.1.4 Notes on measurement

The eldctrical length of the test fixtu method
followed by open-short compensation. epted is
used, it] shall be specified. Open-shart c bllowing
formula

where

Z,  impedance mea

Z, impedance
Ac =1+ 0
B = Zsm — (1~ YomZsm)Zss ~ ZsmYosZss
Cc
1= YomZsmYosZss
Yoo =(1=-V_Z W -V _V
CC = UITTT A UITTT olTr7US Ul Uo o9
1= YomZsmYosZss
where
Zsy is the impedance measurement value of short device;

is

os IS the admittance measurement value of the test fixture as defined in 3.1.4.2.

the short device inductance as defined in 3.1.4.1;

ZSS
Yom is the admittance measurement value of the fixture with test device absent;
Y,
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3.1.4.1 Compensation de court-circuit

62024-1 O CEI:2002

Pour le support d'essai A, la dimension et la forme du dispositif de court-circuit applicables
sont illustrées a la figure 4 et au tableau 2. L'inductance du dispositif de court-circuit
appropriée doit étre sélectionnée a partir du tableau 2 selon la dimension de la bobine
d'inductance en essai. L'inductance du dispositif de court-circuit sélectionné doit étre utilisée

comme une valeur de compensation.

équivalent plaqué or

Cuivre plaqué or ou métal

Figure 4 — Forme du dispositif de

Tableau 2 - Inductances et dimensions du<d'>sp iti

rt-circuit

Taille de la bobine /\& >/< F%:leur d'inductance
en essai ,.6\ mm nH
1608 1,6\ 095 -/ 0,43
1005 16 \&\60\ 0,27
0603 0.6, \ 0,16

Si une paleur d'induct
support| d'essai A, la 2
valeurs |de la diio du dispositif
étre spqcifiées.

3.1.4.2

La com
du supp
en ess
Y, sau

La com

t-circuit, de Ia forme et de l'inductance

bensation ouwverte pour le support d'essai B doit étre réalisée sans le monta
bobine |d'inductance. La valeur ainsi obtenue est utilisée en tant qu'admittance

pour le
| B, les
doivent

ctrodes
bobine

e de la
sauf

spécification contraire.

3.2 Facteur de qualité

3.21 Méthode de mesure

oS’

Le Q de la bobine d'inductance doit étre mesuré par la méthode du courant/tension vectorielle.

3.2.2 Circuit de mesure

Le circuit de mesure est conforme a l'illustration de la figure 1.

3.23 Montage de la bobine d'inductance

Le montage de la bobine d'inductance est décrit en 3.1.2.


https://iecnorm.com/api/?name=f78cb071bc36b7184ba50eaaf41cf1e3

62024-1 O IEC:2002 -13 -

3.1.4.1 Short compensation

For test fixture A, the applicable short device dimension and shape are as shown in figure 4
and table 2. The appropriate short device inductance shall be selected from table 2 depending
on the dimension of the inductor under test. The inductance of the selected short device shall
be used as a compensation value.

Gold-plated copper or
gold-plated equivalent metal

Table 2 — Short device dimensicys—an\'
Size of inductor l d Wance value
under test mm f\ /N nH

N\
1608 9s{O\) " o043

1005 oeo N\ |/ 0,27

0603 0,30\ 0,16
If an in A, the
employed value shall ke specified t fixture B, short device dimension, shape and
inductampce values shall be
3.14.2
Open ¢ j . S A shall be performed with test fixture electrodep at the
same d 2f as with the inductor under test mounted in the fixture.
The valjie thus ohtained i d\as the admittance Y, unless otherwise specified.
Open ¢ ysati or test fixture B shall be performed without mounting the inducfor. The

value th ' ed as the admittance Y 4 unless otherwise specified.

3.2

']

uality facto

3.2.1 Measurement method

The Q of the inductor shall be measured by the vector voltage/current method.

3.2.2 Measurement circuit

The measurement circuit is as shown in figure 1.

3.2.3 Mounting of the inductor

Mounting of the inductor is described in 3.1.2.
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3.24 Méthodes de mesure et calcul

La fréquence du signal de sortie (figure 1) du générateur de signal doit étre réglée a une
fréquence spécifiée séparément. La bobine d'inductance doit étre raccordée au circuit de
mesure en utilisant le support d'essai décrit ci-dessus. La tension vectorielle £, et E, doit étre
mesurée par les dispositifs de mesure de la tension vectorielle Ev, et Ev, respectivement. La
valeur Q doit étre calculée par la formule suivante:

_ Im[Eq/ By
Re|E1/E2|

0 egt le QO de la bobine d'inductance en essai;

Re egt la partie réelle de la valeur complexe;

Im  egt la partie imaginaire de la valeur complexe;

E, egtla valeur indiquée sur le voltmetre vectoriel Evy;
E, egtla valeur indiquée sur le voltmetre vectoriel Ev,.

3.2.5 Notes sur la mesure

Se reporter a 3.1.4 dans la partie de la mpesure

3.3 Impédance
3.3.1 Méthode de mesure

L'impédance d'une bobing d'in
vectorielle.

ode du c@n

Circuit de ¢

La méth

3.3.2

Le circu

Le mont

3.3.3

La fréqlience/du signial de sortie (figure 1) du générateur de signal doit étre réglége a une
fréquenge.f spécifiée séparément. La bobine d'inductance doit étre raccordée au circuit de
mesure en utilisant le support d'essai décrit ci-dessus. La tension vectorielle £4 et E, doit étre
mesurée par les dispositifs de mesure de la tension vectorielle Ev, et Ev,, respectivement.
L'impédance doit étre calculée par la formule suivante:

|z est la valeur absolue de I'impédance;
R est la résistance;
|E1| est la valeur absolue de Evy;

|Eo| est la valeur absolue de Ev,.
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Methods of measurement and calculation

The frequency of the signal generator (figure 1) output signal shall be set to a separately
specified frequency. The inductor shall be connected to the measurement circuit by using the
test fixture as described above. Vector voltage E, and E, shall be measured by vector voltage
meters Ev, and Ev, respectively. The QO value shall be calculated by the following formula:

where

Im is
E, is
Ey, s
3.25

3.3.1

The impedance of an induc

The vedtor voltage/curre

_ Im[Eq/ By
Re|E1/E2|

the p of the Inductor under test;
the real part of the complex value;

the imaginary part of the complex value;
the value indicated on vector voltmeter Evy;
the value indicated on vector voltmeter Ev,.

Notes on measurement
Refer td 3.1.4 in the inductance measurement pa
3.3 Impedance

Measurement method

or shall be

ea(;iag bythe vector voltage/current method

arately
y using

3.3.2 Measur nt
The measurement ci
Mountin e i S xture as described in 3.1.2.
3.3.3
The fre e Sitgnal generator (figure 1) output signal shall be set to a se
specifie The inductor shall be connected to the measurement circuit
the test| fixture as described above. Vector voltage £, and E, shall be measured by vector
voltage |[meters Ev, and Ev,, respectively. The impedance shall be calculated by the fpllowing
formula:

E

|Z| = Ru

1A
where
|z| is the absolute value of the impedance;
R is the resistance;
|E4| is the absolute value of Evy;
|E2| is the absolute value of Ev,.
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3.34 Notes sur la mesure

Se reporter a 3.1.4 dans la partie de la mesure de l'inductance.

4 Fréquence de résonance

4.1 Fréquence propre

La fréquence propre de la bobine d'inductance doit étre mesurée par la méthode de sortie
minimale, voir 4.2, ou par la méthode de réflexion, voir 4.3, ou encore par l'analyseur
d'impédance, voir 4.4.

4.2 I\lléthode de sortie minimale

La métHode de sortie minimale est la suivante.

4.2.1 Circuit de mesure

Le circujit de mesure est illustré a la figure 5.

SRN

IEC 1232/02

lighe microruban~s0 Q
vo|tmetre RF
RL résistance d'entrée du voltmetre RF (50 Q)

NOTE Un analyseur de réseau étalonné de maniére appropriée peut étre utilisé pour la méthode de sortie
minimale a la place du générateur de signal et du voltmétre RF.

Figure 5 — Exemple du circuit d'essai pour la méthode de sortie minimale

4.2.2 Montage de la bobine d'inductance pour essai

La bobine d'inductance doit étre montée sur la table d'essai de fréquence propre prescrite
dans la norme individuelle pour la bobine d'inductance particuliere par la méthode
prescrite dans l'annexe A. S'il n'existe aucune norme individuelle, la table d'essai de
fréquence propre doit correspondre a l'illustration de la figure 6.
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3.34 Notes on measurement

Refer to 3.1.4 in the inductance measurement part.

4 Resonance frequency

4.1 Self-resonance frequency

The self-resonance frequency of the inductor shall be measured by the minimum output
method, see 4.2, or by the reflection method, see 4.3, or by the impedance analyser, see 4.4.

4.2 Mi’]\lmum output method

The minimum output method is as follows.

4.2.1 Measurement circuit

The megasurement circuit is as shown in figure 5.

Lx

AN

Cy .
1 G Q s L2 RL E> V

Earth
AN O
X Y
\$gst board
IEC 1232/02

Compong
G Sig
Ry SO| ator (50 Q)
L, in
Cqy digtribute gacitanceof inductor under test
L in

Li,L, 50 Q'mijcrostrip line

\Y RF voltmeter

RL input resistance of RF voltmeter (50 Q)

NOTE A suitably calibrated network analyser may be used for the minimum output method in place of the signal
generator and RF voltmeter.

Figure 5 — Example of test circuit for the minimum output method

4.2.2 Mounting the inductor for test

The inductor shall be mounted on the self-resonance frequency test board prescribed in the
individual standard for the particular inductor by the method prescribed in annex A. If there is
no individual standard, the self-resonance frequency test board shall be as shown in figure 6.
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Ligne microruban 50 Q

5,0

s 777, 777, e—

Terre dans la zone
inférieure entiére

pillimétres
Légende
Matériau fle table: table en céramique alumine 96 % (¢ 09,4)

Matériau fonducteur: imprimé a la pate ou plaqué Cu, Ag ou Ag-Pd 2
W 0,62 mm (valeur référence)

Dimensiops du champ de cordon de brasure: zone hachurée
W ménpe largeur que la ligne microruban 50 Q
I4 1/2 longueur de la bobine d'inductance er essai
Iy longlueur de la bobine d'inductance + 0,4 mm

néthode de sortie minimale)

4.2.3 Méthode de
En utilisant un girquit )stré a la figure 5, en maintenant E, |fixe, la
fréquenge d'osc gignal doit étre augmentée graduellement, et la

2 signal lorsque E, est le plus faible doit éfre prise

fréquenge de réso
comme

Cepend : auences ou E, est minimale, est large, et si la fréquence de
valeur minimg étre déterminée aisément, les deux fréquences, f; et f
auxquel e périeyre au minimum par A [dB] (A < 3), doivent étre mesurégs, et la

fréquen ¢ i obtenue en utilisant la formule suivante:

Fréquence propre = (f1 + f5) / 2

4.2.4 Note sur la mesure

La largeur (W) de la ligne de microruban doit étre telle que l'impédance caractéristique est
aussi proche que possible de 50 Q. La valeur £, de la ligne microruban sélectionnée doit
également permettre une identification aisée de la valeur minimale de E,.
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Key

Board mg

Conducti

- 19 -

50 Q microstrip line

5,0

W 0,62 mm (reference value)

Solder joipt field dimensions: hatched area

W samg width as 50 Q microstrip line

l4 1/2 length of the inductor under test

Iy length of the inductor under test + 0,4 mm

4.2.3 Measurement

Using a

signal generator shaq
assuming its minip

Howeve

minimal

than thg
shall be

Figure 6 — Self-ré

circuit o

terial: 96 % alumina ceramic board (¢ 0 9,4)
e material: paste-printed or plated Cu, Ag or Ag-Pd_tol\a to

I - M, —

Earth plane covering
whole bottom area

Self-resonance frequency = (f; + f5) / 2

pillimetres

y of the

y of the
greater
bquency

4.2.4 Note on measurement

The width (W) of the microstrip line shall be such that the characteristic impedance is as close
as possible to 50 Q. The E, value of the microstrip line selected shall also allow easy
identification of the minimum value of E,.
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4.3 Méthode de réflexion

La méthode de réflexion est la suivante.

4.3.1 Circuit de mesure

Le circuit de mesure est illustré a la figure 7 ci-dessous. Le circuit d'analyseur de réseau
utilisé pour la mesure doit étre configuré comme a la figure 7, ou avoir des fonctions de
circuits équivalentes.

Dans le mode de mesure de réflexion a accés unique (S44), la mesure de phase doit étre
possible et I'analyseur doit étre correctement étalonné.

. > A N
Phase adj. Phase > ; \ N
| comp.
~ Diviseur de Coupleur w
v e puissance directionnel /\ e
Analyseur de réseau RF Table d’essai

C 1P34/02

Composdnts

G génegrateur de signal
L, bobine d'inductance e
Cq capdcité distribuée de[la baoptre e

L inductance de | bebi
Ly ligng¢ microruban 50

4.3.2

La bob ' ance doit étre montée sur la table d'essai de fréquence propfe pres-
crite da 3 wdividuelle pour la bobine d'inductance particuliere par la méthode
prescrit exe A. S'il n'existe aucune norme individuelle, la table d'egssai de

fréquenge propre daitCorrespondre a l'illustration de la figure 8 ci-dessous.
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4.3 Reflection method

The reflection method is as follows.

4.3.1

Measurement circuit

The measurement circuit is as shown in figure 7 below. The network analyser circuit used for
measurement shall be configured as shown in figure 7, or have equivalent circuit functions.

In single port (S44) reflection measurement mode, phase measurement shall be possible and

the analyser shall be suitably calibrated.
4
— » A N
Phase ad;. Phase L
__| comp. > c
? e d
Directional Zh
Power splitter Iréctiona
V] s coupler rth
SR
RF network analyser Test board IEC 123402
Compongnts Q
G signpl generator
Ly inductor under test
C4 distfibuted capacitancg of Tdu
L inductance of i or
Ly 50 Q microstrip life

4.3.2

The ind
individu
no indiv
below.

ted on the self-resonance frequency test board prescribe
g particular inductor by the method prescribed in annex A. If
the self-resonance frequency test board shall be as shown in

d in the
there is
figure 8
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Ligne microruban 50 Q

2

ey
=

19,3 N

Terre de la zone
inférieure entiére

ensiohs en millimétres
Légende
Matériau fle table: table en céramique alumine: 96 % (¢ 09,4)
Matériau fonducteur: imprimé a la pate ou plaqué Cu, Ag ou AgtPd & une épaisseurtatale de 15 ~ 30 pm

W 0,64 mm (valeur de référence)

Dimensiops du champ de cordon de brasure:
W  méme largeur que la ligne microruban 50 Q
I4 1/2 longueur de la bobine en essai
Iy longueur de la bobine en essai + 0,4 mm

4.3.3

La tablg 2e a un
analyse e sorte
que, da ‘ age, la
sortie d mette en évidence la différence de phase minimalg (valeur
absolue tes et les ondes réfléchies.

La bobif sal_doif\ensuite étre montée sur la table d'essai, et la fréquence|d’oscil-
lation d 2N EFa signaux doit étre graduellement balayée de |'extrémit¢ basse
a l'extré

La fréq ! prtie  du

comparateur de phases met en évidence la différence de phase minimale (valeur absolue)
entre les ondes incidentes et les ondes réfléchies, doit étre prise comme la fréquence propre.

4.3.4 Notes sur la mesure

La largeur (W) de la ligne microruban doit étre telle que I'impédance caractéristique soit aussi
proche que possible de 50 Q. La sortie du générateur de signaux de balayage doit étre réglée
dans une plage qui assure un fonctionnement stable du comparateur de phase.

4.4 Mesure par I'analyseur d'impédance

Avec l'analyseur d'impédance, réglé a la fréquence minimale spécifiée dans la spécification
particuliére, et aprés compensation de la capacité non désirée (indication réglable C = 0),
la bobine en essai est connectée a l'instrument.
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50 Q microstrip line

2

19,3 N

Earth plane covering
whole bottom area

Rensions in millimetres

Key
Board material: 96 % alumina ceramic board (¢ 09,4)

Conductiye material: paste-printed or plated Cu, Ag or Ag-Pd to al ess of 30 pm
W 0,622 mm (reference value)

Solder joipt field dimensions: hatched area
W  samp width as 50 Q microstrip line

I4 1/2 length of the inductor under test
Iy length of the inductor under test + 0,4 mm

4.3.3 Measurement me
ed to a

t within
} phase

ent and

The test board
suitably| calibrated
the rang

reflecte

The ind{

4.3.4 Notes on measurement

The width () of the microstrip line shall be such that the characteristic impedance is as close
as possible to 50 Q. The output of the scanning signal generator shall be set within a range
that ensures stable operation of the phase comparator.

4.4 Measurement by impedance analyser

With the impedance analyser adjusted to the minimum frequency specified in the detail
specification, and after compensating for the unwanted capacitance (adjustable indicator
C = 0), the inductor for test is connected to the instrument.
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